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１． 概要：窒化物半導体のひとつである InN は極めて大きな 
電子飽和ドリフト速度をもつことが予想されることから超高速 
高周波用半導体材料として期待されている。さらに、最近、 
InN の禁止帯幅が従来の報告値約 1.9eV とは大きく異なる約 
0.7eV であることが明らかにり、光通信用の波長 1.5 µm帯で 
の発光・受光デバイスや超高効率超多重タンデム太陽電池に 
も InN が応用できるものと期待されている。本研究では、結晶 
成長が困難な InN について、有機金属気相エピタキシ（MOVP 
E）法により高品質薄膜成長技術を開発した。 
２．内容：化合物半導体薄膜形成法としての MOVPE 法は、 
薄膜形成過程が単純な原料の熱分解反応によっており反応 
管・装置の構成も簡単である、ナノオーダーの膜厚制御が可 
能である、量産性に適している、などの特徴を有している。し 
かしながら、InN に関しては原料であるアンモニアの分解効 
率の低さから、高品質な InN 膜の形成技術は確立されていな 
かった。本研究では、反応管構成の最適化、成長温度の最適化、バッファ層の最適化などを図ることによっ
て高品質な InN が得られるようになった。 
３．応用例：超高速・高周波素子、I.5 ・m帯レーザダイオード、InGaN系超高効率太陽電池など。 
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図１．InN からの赤外発光（室温）。成長
温度の最適化によって極めて強い発光
が得られるようになった。 
高品質InN
膜の形成 
